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MEMS 스위치 기반 재구성 고출력 증폭기를 갖는 재구성  

능동 배열 안테나 시스템 

A Reconfigurable Active Array Antenna System with Reconfigurable 
Power Amplifiers Based on MEMS Switches
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요  약

본 논문에서는 상용 초고주파 MEMS 스위치를 이용하여 세 개의 주파수 대역에서 재구성 동작이 가능한 주

파수 재구성 능동 배열 안테나 시스템(Reconfigurable Active Array Antenna System: RAA System)을 제안하였다. 
MEMS 스위치는 삽입 손실 및 선형성 특성이 우수하고 격리도가 높아 주파수 재구성 시스템 구현 시, 재구성을 

위한 스위치로 인한 성능 열화가 거의 없다는 장점이 있다. 제안된 주파수 재구성 능동 배열 안테나 시스템은 

간단한 구조의 임피던스 매칭 회로(Reconfigurable impedance Matching Circuit: RMC)를 갖는 주파수 재구성 증폭

기(Reconfigurable Front-end Amplifier: RFA)가 집적화 되어 있으며, 안테나 방사체(Reconfigurable Antenna Ele-
ment: RAE)와 재구성 제어 보드(Reconfiguration Control Board: RCB)로 구성되어 있다. 본 논문에서 제안한 RAA 
시스템은 850 MHz, 1.9 GHz, 3.4 GHz의 세 개 주파수로 재구성되어 동작하며, 안테나 방사체는 2×2 배열을 가지

고 각각의 방사체는 광대역 다이폴 형태를 갖는다. 제작된 RAA 시스템은 실험을 통하여 그 타당성을 확인하 

였다.

Abstract

In this paper, a novel frequency reconfigurable active array antenna(RAA) system, which can be reconfigurable for 
three reconfigurable frequency bands, is proposed by using commercial RF MEMS switches. The MEMS switch shows 
excellent insertion loss, linearity, as well as isolation. So, the system performance degradation of the reconfigurable 
system by using MEMS switches can be minimized. The proposed frequency reconfigurable active antenna system is 
consisted with the noble frequency reconfigurable front-end amplifiers(RFA) with the simple reconfigurable impedance 
matching circuits(RMC), reconfigurable antenna elements(RAE), as well as a reconfiguration control board(RCB) for 
MEMS switch control. The proposed RAA system can be reconfigurable for three frequency bands, 850 MHz, 1.9 GHz, 
and 3.4 GHz, with 2×2 array of the RAE having broadband printed dipole antenna topology. The validity of the 
proposed RFA as well as RAA is also presented with the experimental results of the fabricated systems.

Key words : Frequency Reconfiguration, Reconfigurable Impedance Matching Circuit(RMC), Reconfigurable Front- 
End Amplifier(RFA), Reconfigurable Active Array Antenna(RAA) System, Mems Switch
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Ⅰ. 서  론

최근 고속 데이터 전송을 위한 요구의 증가는 다

양한 무선 통신 시스템의 발달을 이끌어 왔다. 이러

한 발전의 과정에서 PAN(Personal Area Network)이
나 WLAN(Wireless Local Area Network) 등의 네트워

크는 802.11a, 802.11g, Bluetooth, WCDMA(Wideband 
Code Division Multiple Access) 등의 다양한 무선 인

터페이스와 공존해야 하게 된다[1]. 또한 고속 데이터 

전송을 위한 차세대 통신 규격의 수용을 위하여 무

선 단말기나 소자들은 다양한 통신 규격에서 동작할 

수 있어야 한다. 이러한 이유와 무선 자원의 효율적 

사용을 위하여 최근 인지 무선 시스템(cognitive radio 
system)이나 다중 규격 무선 시스템(multi-standard 
radio system)에 대한 관심이 증가하였으며, 다양한 

통신 환경이나 규격에서 동작할 수 있는 재구성 무

선 시스템(reconfigurable radio system)에 대한 관심이 

증가하여 왔다. 이러한 재구성 소자에 대한 연구는 

전통적으로 전압 제어 발진기(VCO)[2]나 대역 가변 

필터[3] 등에서 많은 연구가 진행되어 왔으며, 최근에

는 가변 임피던스 매칭 회로[4]～[7], 안테나의 동작 주

파수[8]～[10], 방사 패턴[11], 극화[10],[12]의 재구성, RF 
front-end 증폭기의 주파수 재구성[13]～[15] 등 다양한 

소자에서 연구되고 있다.
이러한 재구성 소자를 작은 크기와 우수한 전력 

효율을 갖게 하기 위해서는 그 재구성 기법이 매우 

간단해야 하여, 재구성 회로를 쉽게 구현할 수 있어

야 한다. 기존에 제안된 임피던스 가변 회로[4],[6]는 

적절히 계산된 π- 또는 L-형 회로의 전기적 특성을 

변화시켜 임피던스를 변화시킨다. 그러나 원하는 임

피던스로 변화시키기 위해서 매우 복잡한 제어 회로

가 필요하게 된다. 또한 기존의 임피던스 재구성 회

로는 제한된 임피던스로만 재구성되며, 임의의 임피

던스로 재구성하기 어려운 구조를 가지고 있다[4]～[7]. 
본 논문에서는 매우 간단한 재구성 구조를 가지

며, 임의의 구조로 임피던스 재구성이 가능한 재구

성 회로를 이용하여, 재구성 증폭기를 구현하였으며
[16], 구현된 재구성 증폭기를 이용하여 주파수 재구

성이 가능한 능동 배열 안테나 시스템을 제안하였

다. 또한 기존의 재구성 증폭기들이 주로 반도체 

varactor 다이오드의 가변 캐패시턴스를 이용하여 특

성을 재구성한 데 반해
[14], 본 논문에서는 상용 ME-

MS 스위치를 이용하여 재구성 증폭기를 구성하였

다. Varactor 다이오드는 삽입 손실 및 격리도가 낮다

는 문제점이 있으며, 비선형 특성으로 인해 오늘날 

고속 데이터 전송을 위한 OFDM(Orthogonal Frequ-
ency Division Multiplexing) 등의 시스템에서 가장 중

요한 요구 사항의 하나인 성능의 열화가 크다는 문

제점을 가지고 있다. 이에 최근에는 MEMS 소자를 

이용한 증폭기가 연구되었다
[13],[15]. 멤스 스위치는 

삽입 손실 및 선형성 특성이 우수하고 격리도가 높

아 주파수 재구성 시스템 구현 시, 성능 열화가 거의 

없다는 장점이 있다
[17].

본 논문에서는 한국의 cellular 통신 시스템 대역

(850 MHz), WCDMD 대역(1.9 GHz), WiMAX 대역

(3.4 GHz)으로 주파수 가변하는 주파수 재구성 능동 

배열 안테나 시스템을 제안하였다. 제안된 RAA 시
스템은 크게 안테나 방사체(RAE), 주파수 재구성 증

폭기(RFA), 재구성 제어 보드(RCB)로 구성되어 있

다. 안테나 방사체는 2×2 배열을 가지고 각각의 방

사체는 광대역 다이폴 형태
[18]

를 갖게 구현하였다.   

Ⅱ. 설  계

그림 1은 본 논문에서 제안한 RAA 시스템의 블

록도이다. 제안된 RAA 시스템은 2×2 배열을 가지

며, 네 개의 신호 경로에 cellular 통신 시스템 대역

(850 MHz), WCDMD 대역(1.9 GHz), WiMAX 대역

(3.4 GHz)으로 동작 주파수 변화가 가능한 네 개의 

RFA가 있다. 입력된 신호는 먼저 세 개의 대역에서 

동작하는 광대역 전력 분배를 통과하여, 네 개의 

RFA에 입력되며, 다시 그 출력은 광대역 다이폴 구

조를 갖는 RAE로 입력된다. 이 때, 2×2 배열을 구성

할 때, 각 배열 소자들 간의 간격은 주파수에 대한 

함수이므로, 주파수 재구성 시 그 전기적 물리적 길

이가 변해야 한다. 이를 실제로 기계적인 조작을 통

하여 전기적 길이를 가변하는 것은 매우 느리고 비 

효율적이다. 따라서 본 논문에서는 각 대역에서 동

작을 최적화하기 위하여, 각 주파수에 따라 배열 간

격이 정해진 세 개의 주파수 대역에서 독립적으로 

동작하는 2×2 능동 배열 안테나를 설계하였으며, 
RFA 출력에서 각 RAE 입력으로는 SP4T(Single Pole 
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그림 1. RAA system 블록도

Fig. 1. RAA system block diagram.

 
4 Throw) 스위치를 이용하여 재구성하였다. RFA와 

SP4T 스위치의 재구성은 RCB에서 만든 제어 신호

에 의해서 제어되며, RCB는 사용자 컴퓨터의 제어 

프로그램에 의해 작동된다.

2-1 RFA

본 논문에서는 가변 캐패시턴스와 가변 전기적 

길이를 이용하여 임의의 임피던스로 매우 간단하게 

재구성할 수 있는 임피던스 매칭 회로를 이용하여, 
주파수 재구성 증폭기를 구현하였다

[16].
그림 2(a)은 본 논문에서 이용된 RFA의 블록도  

이다. 구현된 RFA는 입출력단이 주파수 재구성 임

피던스 매칭 회로(Reconfigurable Matching Circuit, 
RMC) 구성되어 있으며, RMC는 병렬 캐패시터와 전

송 선로로 구성된 매우 간단한 L-형 회로이다. 이 때, 
임의의 임피던스로 임피던스 변환을 위해서는 입출

단의 병렬 캐패시터(Cin, Cout)의 캐패시턴스와 전송 

선로의 전기적 길이(θin, θout)를 모두 가변이 되어

야 한다. 실제로 전송 선로의 물리적 길이를 조절하

여 전기적 길이를 조절하는 것은 매우 어렵고 불편

하기 때문에, 본 논문에서는 그림 2(b)와 같이 ME-
MS 스위치를 이용하여 신호의 경로를 조절하는 방

법으로 입출단의 병렬 캐패시터(Cin, Cout)의 캐패시

턴스와 전송 선로의 전기적 길이(θin, θout)가 등가

적으로 재구성되게 회로를 구성하였다. 이와 같은 

구성을 통하여 대역 당 입출력단에 각각 단 한 개의 

스위치 조작을 통하여 임의의 임피던스 변환을 위한 

L-형 임피던스 매칭 회로의 병렬 캐패시턴스와 전송 

선로의 전기적 길이를 동시에 조절할 수 있게 된다. 

본 논문에서 목표로 하는 세 개의 주파수 대역을 재

구성하기 위해서는 입출력 RMC에 모두 여섯 개의 

MEMS 스위치와 전송 선로의 적절한 위치에 배치된 

여섯 개의 병렬 캐패시터, 그리고 세 개의 제어 신호

가 필요하게 된다. 이 때, 병렬 캐패시터의 캐패시턴

스와 위치는 RFA 설계를 위하여 선택된 능동 소자

의 각 주파수에서의 입출력 임피던스에 의해 결정된

다. 이러한 병렬 캐패시터와 전송 선로로 구성된 제

안된 임피던스 매칭 회로는 저역 통과(low-pass) 구
조를 가지게 되어, 이득 특성이 저역 통과 필터와 비

슷한 형태를 가져, 원하는 임피던스 매칭 주파수 이

하에서 RFA가 높은 이득을 가질 수 있다. 이를 피하

기 위해, RFA 뒤에 대역 통과 필터(band-pass filter)가 

필요할 수 있으며, 본 연구에서는 RFA 뒷단에 안테

나가 있기 때문에 따로 필터를 사용하지 않았다.
제안된 RFA는 Nitronex사의 상용 GaN HEMT 

(NPTB00004)를 이용하여 설계하였다. GaN HEMT는 

고주파 특성이 우수하고 전력 효율이 뛰어난 장점이 

있다
[19]. MEMS 스위치는 TeraVicta사의 상용 ME-

MS 스위치를 사용하였다. 최종적으로 제안된 RFA
는 그림 2(b)와 같은 구조를 갖게 된다. RFA는 입출

력단 임피던스 매칭 재구성 회로를 가지며, 재구성

을 위한 스위치 조작과 능동 소자의 바이어스를 위

한 제어/바이어스 회로를 가지고 있다. 시스템의 전

원은 28 V를 사용하며, MEMS 스위치는 구동을 위

하여 68 V의 전압이 필요하기 때문에 28 V에서 68 
V 전압 변화를 위한 charge pump 회로가 필요하다. 
이렇게 변환된 68 V 신호는 RCB에서 만들어진 제어 

신호에 의해 제어되어 MEMS 스위치에 인가되며, 
제어 신호의 제어는 일반적인 MOS 스위치를 이용

하여 구현하였다. 또한 게이트 바이어스를 위하여 

전압 분배기와 인버터를 이용하여 적절한 음의 전압

을 만들었다.

2-2 RAE

본 논문에서 제안된 RAA 시스템은 높은 지향성

과 이득을 얻기 위하여 2×2 배열을 갖게 설계되었

다. 세 개의 재구성 주파수에서 배열 간격을 유지하

기 위해서는 주파수 재구성 시 각 방사체들 간의 전

기적 물리적 거리가 변해야 한다. 이를 실제로 기계

적인 조작을 통하여 전기적 길이를 조절하는 것은 
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(a) RFA 개념

(a) RFA concept

(b) RFA 구성

(b) RFA configuration

그림 2. RFA 블록도

                                           Fig. 2. RFA block diagram.

 
매우 느리고 비 효율적이다. 따라서 본 논문에서는 

각 대역에서 동작을 최적화하기 위하여, 각 주파수

에 따라 배열 간격이 정해진 세 개의 주파수 대역에

서 독립적으로 동작하는 2×2 능동 배열 안테나를 설

계하였으며, RFA 출력에서 각 RAE 입력으로는 

SP4T 스위치를 이용하여 재구성하였다. RAE는 광

대역 다이폴 구조
[18]

를 이용하였으며, 이 안테나는 

그림 3(a)와 같은 구조를 가진다. 그림 3(a)의 RAE는 

대칭적인 다이폴 암(arm)과 집적화된 발룬으로 구성

되어 있다. 이 구조에서 RAE의 방사 패턴은 다이폴 

암 구조에 의해서 그리고 입력 임피던스 매칭은 발

룬 구조에 의해서 결정되며, 각 RAE 구조의 전기적

인 특성은 재구성 주파수별 독립적인 설계와 최적화

가 가능하다는 장점이 있다. 각 대역에서 설계된 안

테나는 2×2 배열로 배치되었으며, 배열 간격은 피딩 

점을 기준으로 x, y 방향으로 850 MHz 대역을 위한 

방사체는 200 mm, 200 m, 1.9 GHz 대역을 위한 방사

(a) RAE 레이아웃

(a) RAE layout

(b) 배열 구성

(b) Array configuration

그림 3. RAE 블록도

Fig. 3. RAE block diagram.
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체는 80 mm, 80 mm, 3.4 GHz 대역을 위한 방사체는

60 mm, 50 mm이다. 이는 각 재구성 주파수에서 대

략 반 파장의 길이보다 조금 크며, 안테나들 간의 간

섭을 최소화하기 위하여 약간의 튜닝이 이루어졌다. 
안테나 재구성을 위한 SP4T MEMS 스위치는 RFA 
설계를 위해 사용된 스위치와 같이 TeraVicta사의 제

품을 사용하였으며, 그림 2(b)와 동일한 제어 신호 

생성 회로를 포함하고 있다.

Ⅲ. 실험 결과

제안된 RFA와 RAE, 그리고 안테나 재구성을 위

한 SP4T 회로는 Taconic 사의 유전율 3.5에 두께 30 
mil의 RF35 기판에 제작하였다. 제작된 RAA 시스템

은 600×400 mm의 도체 기구물에 설치되었으며, 도
체 기구물은 안테나 시스템 지지와 함께 안테나의 

접지면으로도 동작한다. 제작된 RAA 시스템의 사진

은 그림 4와 같으며, 윗면에는 2×2 배열의 RAE가 있

으며, 아랫면에는 광대역 전력 분배기, RFA/SP4T 보
드, RCB, 전원 공급기가 배열되어 있다.

그림 5는 하나의 기구물에 설치된 RFA 보드와 

SP4T 보드의 사진이다. RFA 보드는 크게 제어 회로, 
바이어스 회로, 그리고 증폭기 회로의 세 부분으로 

구성되어 있다. 제어 회로는 MEMS 스위치 구동을 

위한 68 V 전원을 생성하며, 외부 제어 신호인 5 V 
신호가 입력되면 이를 스위칭하여 MEMS 스위치에 

전달하는 역할을 한다. 두 보드는 바이어스 회로와 

제어 회로를 포함하여 각각 73 mm×87 mm와 67 
mm×87 mm의 크기를 가진다. RFA는 28 V 전원을 

가지며, 동작 전류는 50 mA이다.
그림 6은 주파수 재구성에 따른 RFA의 입출력 매

칭과 이득 특성을 측정한 결과이다. 그림 6에서 보

는 바와 같이 주파수 재구성 조작에 따라, 입출력 임

피던스 매칭이 850 MHz, 1.9 GHz, 3.4 GHz로 잘 변

하는 것을 알 수 있다. 이득 또한 임피던스 매칭이 

재구성됨에 따라 각 주파수에서 최적의 이득이 나오

는 것을 알 수 있다. 단, 앞에서 언급한 바와 같이 

RMC의 구조적인 특성으로 인해 증폭기의 이득이 

저역 통과 특성을 가지고 있다. 즉, 1.9 GHz 대역 또

는 3.4 GHz 대역을 위하여 RFA가 재구성되어도 세 

개의 재구성 주파수 대역의 가장 낮은 주파수 대역

(a) 앞면

(a) Front-side

(b) 뒷면

(b) Back-side

그림 4. 제작된 RAA system 사진

Fig. 4. Photograph of the fabricated RAA system.

 

그림 5. 제작된 RFA/SP4T 사진

Fig. 5. Photograph of the fabricated RFA/SP4T.

 
인 850 MHz에서는 여전히 매우 높은 이득이 나오고 

있다. 이러한 RFA의 특성이 시스템이 심각한 영향
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(a) 대역 1
(a) Band 1

(b) 대역 2
(b) Band 2
 

(c) 대역 3
(c) Band 3

그림 6. RFA 측정된 S-parameters 결과

Fig. 6. Measured S-parameters of the RFA.

을 끼칠 경우에는 대역 통과 필터 등을 이용하여 저

주파 대역에서의 이득을 줄여줄 필요가 있다. 그러

나 본 연구에서는 RFA가 재구성될 때, 임피던스 매

칭이 재구성 주파수 대역에서만 이루어지고, RFA 
단 이후에 다이폴 안테나가 놓이며, 설계된 다이폴 

안테나는 설계된 대역보다 낮은 주파수에서는 거의 

방사를 하지 않기 때문에 필터를 사용하지 않았다. 
또 다른 측정 결과의 특성은 통과 대역보다 약간 더 

높은 주파수에서 transmission-zero가 발생하고 있다

는 점이다. 본 논문에서 RFA 구현을 위해 사용한 

MEMS 스위치는 3.25 mm×4.5 mm의 크기를 가지며, 
신호 전송을 위한 선로 부분을 포함하여 5 mm 이상

의 배선이 필요하게 된다. 스위치와 이러한 배선 부

분은 고 임피던스의 전송 선로 또는 인덕턴스로 모

델링이 된다. 따라서 RFA의 MEMS 스위치 부분을 

인덕터로 등가화하면, 본 연구에서 제안된 RMC는 

전송 선로에 MEMS 스위치의 인덕터와 매칭을 위한 

병렬 캐패시터의 LC 직렬 공진기가 shunt로 연결되

어 있는 구조가 된다. 이로 인해 LC 공진기의 공진

점에서 transmission-zero가 발생하고, 결과적으로 증

폭기의 전달 특성은 elliptic 저역 통과 특성을 갖게 

된다. 이러한 특성은 850 MHz와 1.9 GHz 대역으로 

재구성되었을 때 더욱 명확히 측정 결과에서 나타나

고 있다.
최대 이득은 각 대역 별로 재구성 시, 850 MHz에

서 23 dB, 1.9 GHz에서 12 dB, 3.5 GHz에서 10 dB가 

측정되었다. 입출력 반사 손실은 각 대역 별로 재구

성에 따라, 850 MHz와 1.9 GHz 동작시, 입출력 모두 

－15 dB에서 －20 dB 수준으로 잘 매칭되어 있는 것

을 알 수 있다. 그러나 3.5 GHz 대역에서 동작할 때

는 입력 임피던스 매칭이 －8 dB 수준으로 다른 대

역에 비하여 성능이 열화된 것을 알 수 있으며, 이는 

전체 안테나 시스템의 방사 이득에 영향을 미칠 수 

있을 것으로 판단된다. 
SP4T 보드는 TeraVicta사의 SP4T MEMS 스위치

를 RF35 기판에 실장하여 제작하였다. 그림 7은 

RAE 재구성을 위한 SP4T 보드의 측정 결과이다. 
850 MHz에서 3.4 GHz까지 측정된 삽입 손실은 0.3 
dB에서 1.1 dB 수준이며, 격리도는 32 dB에서 21 dB 
수준으로 RFA 또는 RAE 동작에 거의 영향을 주지 

않을 수준의 뛰어난 성능을 보이고 있다.
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그림 7. SP4T 측정 결과

Fig. 7. Measured results of the SP4T.
 

그림 8. RAE 반사 손실 측정 결과

Fig. 8. Measured return loss of the RAE.
 

그림 8은 제작된 안테나 방사체의 입력 임피던스

를 측정한 결과이다. 각 배열 소자의 입력 임피던스

를 각각 측정하였으며, 세 대역에서 각 안테나들이 

잘 매칭되어 있는 것을 알 수 있다. 
앞에서 설명한 RFA와 SP4T 보드를 동일하게 네 

개를 제작하여 RAA를 구현하였다. 이 때, 각 신호 

경로들 간의 전달 특성의 차이는 시스템의 방사 패

턴을 열화시키기 때문에 전달 특성을 최대한 같도록 

노력하였다. 그 외에 전달 특성의 위상이나 크기를 

조절하는 회로는 추가하지 않았다.
측정된 RAA 시스템의 재구성 주파수에서의 방사 

패턴은 그림 9에 정리되어 있다. 이 때, 시스템의 재

구성 조작은 개인 컴퓨터에 설치되어 있는 제어 프

로그램과 RCB를 이용하여 자동으로 이루어졌다. 그
림 9에 정리된 방사 패턴은 0 dBi로 최대치를 정규

화한 결과이다. 그림에서 보이는 바와 같이 850 MHz 

(a) 850 MHz

(b) 1.9 GHz

(c) 3.4 GHz

그림 9. RAA system 측정 결과

Fig. 9. Measured results of the RAA system.

 
대역과 3.4 GHz 대역에서는 방사 패턴이 매우 대칭

적으로 잘 동작하고 있는 것을 알 수 있다. 그러나 

1.9 GHz에서의 패턴은 네 신호 경로들 간의 전달 특

성의 차이로 인해 약간 비대칭적인 형태를 갖고 있

다. 이는 향후 튜닝을 통해 최적화할 필요가 있을 것
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으로 판단된다. RFA의 이득을 포함하지 않는 RAA 
시스템의 방사 이득은 각 주파수 대역에서 최대 11.3 
dBi, 9.9 dBi, 그리고 8.8 dBi를 가지며, 방사 효율은 

각 주파수 대역에서 85 %, 69 %, 그리고 58 % 로 측

정되었다. 그림 9의 재구성 주파수 대역에서 측정된 

방사 패턴의 3 dB 빔 폭은 E-평면에서 각각 50°, 50°, 
50° 그리고 H-평면에서 각각 50°, 50°, 50°이다(방사 

패턴의 3 dB 빔폭 데이터 수정 삽입). 주파수 재구성

에 따라 RAA는 재구성된 주파수 대역에서는 이미 

서술한 바와 같이 잘 방사를 하며 동작을 한다. 하지

만 그 외의 다른 두 개의 대역에서는 전혀 정상적인 

방사를 하지 않는다. 이는 설계된 다이폴 구조의 

RAE가 단지 정해진 대역에서만 방사를 하며, RAE
와 RFA 회로가 주파수 재구성 시 정해진 대역에서

만 임피던스 매칭이 이루어지기 때문이다. 이러한 

실험 결과를 통해 제안된 RAA 시스템의 동작을 검

증하였다.

Ⅳ. 결  론

본 논문에서는 상용 초고주파 멤스 스위치를 이

용하여 세 개의 주파수 대역에서 재구성 동작이 가

능한 RAA 시스템을 제안하였다. 또한 RAA 시스템

을 구현하기 위해 매우 간단한 구조를 가지며, 임의

의 임피던스로 쉽게 임피던스 변환이 가능한 RMC 
회로를 이용한 RFA를 제안하였다. 논문에서는 제안

된 구조는 전송 선로의 특정 위치에 위치한 병렬 캐

패시터를 스위치로 온-오프하는 방식으로 임피던스 

매칭 회로를 재구성하는 방법으로, 대역 별로 단 한 

개의 스위치 조작만으로 등가적으로 병렬 캐패시터

의 캐패시턴스와 전송 선로의 전기적 길이를 조절하

여 임의의 임피던스로 쉽게 임피던스 변환이 가능하

며, 재구성 증폭기의 재구성이 매우 간단하다는 장

점이 있다. 또한 제안된 RMC는 이상적인 캐패시터

와 전송 선로를 이용할 경우, 모든 임피던스로 쉽게 

변환이 가능하다는 장점이 있다. 제안된 주파수 재

구성 시스템은 새로운 튜닝 구조를 갖는 주파수 재

구성 증폭기와 함께, 다이폴 구조를 갖는 2×2 배열

의 안테나 방사체, 안테나 조작을 위한 SP4T 회로, 
그리고 RFA와 SP4T 보드를 제어하기 위한 제어 보

드가 집적화 되어 제작되었다. 본 논문에서 제안한 

RAA 시스템은 850 MHz, 1.9 GHz, 3.4 GHz의 세 개 

주파수로 재구성되어 동작하며, 실험을 통해 제안된 

RFA와 RAA 시스템의 타당성을 확인하였다. 또한 

본 논문에서 제안된 RMC는 RFA뿐만 아니라 향후 

기타 다양한 임피던스 재구성 회로에 사용될 수 있

을 것으로 판단된다.
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